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【概要】絶縁体同士を接触させた界面における電気伝導は、良く知られた InAs/GaSb へテロ構造

のみならず酸化物[1]や有機物[2]の界面においても幅広く観測されており、ヘリカルエッジ伝導[3]

や 2 次元超伝導[4]などの興味深い物理現象の舞台を提供してきた。今回、絶縁体の遷移金属カル

コゲナイド（TMDC）薄膜へテロ界面において有意な電気伝導を観測したので報告する。 

【実験結果】分子線エピタキシー法を用いて図 1a に示すような TMDC ヘテロ構造を作製した。

各層の厚みは、反射高速電子線回折（RHEED）の強度振動をモニターしながら（図 1c, 1d, 1e）、

それぞれ 5 層ずつになるように調節した。図 1b に、WSe2/HfSe2（青）、WSe2/HfSe2/WSe2（緑）、

WSe2/ZrSe2/WSe2（赤）の場合について、シート抵抗の温度依存性を示す。WSe2、HfSe2および ZrSe2

はいずれも絶縁体であり、室温では 107 を超える電気抵抗を示すが、これらを接触させたヘテロ

界面では有意な電気伝導が生じていることがわかった。発表では、各層の層数依存性やホール効

果測定の結果なども合わせて、この新しい電荷移動界面の詳細について議論する。 
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Figure 1: a, Schematic sample structure. b, The sheet resistance (Rsheet) of 

the samples as a function of temperature for WSe2/HfSe2 (blue), 

WSe2/HfSe2/WSe2 (green), and WSe2/ZrSe2/WSe2 (red) heterostructures. c-e, 

The time evolutions of the intensity of RHEED during growth of each layer.  
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